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十Jのボンド濃度 C,初期スピン向 (上向 )の濃度∬及びロングボンド濃度 pw をいろいろに
変えてクー リング操作を行ない縮退スピン状態でのエルゴディックパスの領域を計算機を用い
て調べた｡ C-0.8,tr- 1.0,サイ ト数N- 80×80の例を(図2)に示す｡
クーリング操作はクウェンチング過程と同じように考えられる｡十Jボンド濃度がC>0.8
では,初期スピン向を濃度 ∬-0.5でランダム配置からクウェンチ (RSQ)した場合と上向
スピン配置 ∬- 1.0からクウェンチ(USQ )した場合とで基底状態 (準安定状態 )に落着 く
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図2 Ⅳ-80×80での基底状態｡ (十Jボンド濃度C-0.8)(a)はロングボンドの配置









ドの濃度が濃 くなった部分 (良く動 く部分 )がアメーバ-のように移動している様
子が分る｡
































しかしN- 100×100での結果ではpw- 0･159で C- 0･234が得 られてお り,pwを少 し増
してもス ピンの凍結が有るように思われる｡ これはサイズ効果も考慮 しなければならないので
速断はできないが,pw,Cの20/o程度の濃度差での問題で結論は今の所難 しいo守田 ･堀口4)
による結果でC<0.707で強磁性が無いという結果とは良い一致が得られた｡
以上の結果からポテンシャルとスピン配置との関係を模式図で表わすとC- 0.8で違いが見
られ図 5のようになることが分った｡
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